次世代MOSFET用Metal/High-kゲートスタックの界面反応評価
超低消費電力･超高速Si-MOSFET開発の鍵を握る、金属電極と高誘電率ゲート絶縁膜スタック構造（Metal/High-kスタック）の界面反応評価と電気特性との関係を明らかにすることで、次世代デバイスの研究開発に貢献。関連HP　                               開発担当者：渡部平司
[image: image1.wmf]EOT(nm)

J

g

@V

fb

-

1V (A/cm

2

)

10

0

10

-

1

10

-

2

10

-

3

10

-

4

1.0

1.5

2.0

2.5

10

1

10

-

5

300

-

600

º

C

700

-

900

º

C

1000

º

C

1100

º

C

EOT(nm)

J

g

@V

fb

-

1V (A/cm

2

)

10

0

10

-

1

10

-

2

10

-

3

10

-

4

1.0

1.5

2.0

2.5

10

1

10

-

5

300

-

600

º

C

700

-

900

º

C

1000

º

C

1100

º

C

[image: image2.wmf]Si

TiN

HfSiON

(105) or (211)

(200)

(004)

(101)

anatase

-

TiO

2

700

℃

Si

TiN

TiN

HfSiON

(105) or (211)

(200)

(004)

(101)

anatase

-

TiO

2

700

℃

(105) or (211)

(200)

(004)

(101)

anatase

-

TiO

2

700

℃

700

℃


左図：TiN/HfSiON界面反応を電子線回折で評価し、界面反応による原子層厚のTiO2層の形成を確認。右図：TiN/HfSiON/Siキャパシタの電気膜厚(EOT)とリーク電流(Jg)の関係。界面TiO2層の形成によってリーク電流の低減を確認。






